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Impureté : atomes 

d'azote lié (jusqu'à 

0,3 %)

Impureté : atomes d'azote 

indépendants (jusqu'à 

0,05 %)

Uniquement 

constitué de carbone

Impureté : atomes 

de bore(quantité 

significative)

98% de tous les diamants 1% de tous les diamants 0,8% de tous les diamants 0,2% de tous les diamants

-Jaune pâle à presque incolore

-Présentent une fluorescence bleue 

sous l'effet des rayons UV de 

grande longueur d'onde

-Absorbent la lumière verte 

en plus de la bleue

-Jaune

-La plupart des diamants 

HPHT sont de ce type.

-Généralement incolores

-Présentent une grande conductivité 

thermique

-La plupart des diamants CVD sont de 

ce type

-Absorbent les lumières 

rouge, orange et jaune

-Bleu

-Présentent une grande 

conductivité thermique

IaA IaB

Les atomes d'azote en 

paire n'affectent pas la 

couleur du diamant

Les atomes d'azote en grands 

agrégats pairs donnent une 

teinte jaune à brune
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≥ 700 C

: Atome d’azote (N)

: Lacune (V)

: centre NV
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